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はじめに 前回、我々は GaN 基板上 p-n 接合ダイオー

ドにおいて順方向電流の電極径依存特性を説明するた

めにアノード電極端に電流が集中するモデルを提案し

た。電極内を電流密度が異なる 4つの領域に分割したモ

デルによりフィッティングを行った結果、電流集中領域

幅が約 11 mと推定されることを報告した 1)。 今回は、

このモデルを可視化により検証することを行った。GaN

基板上 p-n 接合ダイオードの裏面に透明電極を形成し

p-n 接合領域の EL 強度分布を直接観測することにより

電流集中領域の存在が確認できたので報告する。 

実験 試作した p-n 接合ダイオード構造を図１に示す。

裏面に透明電極として ITO を蒸着し順方向に電流注入

を行いながら、裏面より発光パターンの観察を行った。ま

た、EL強度分布は Horiba LabRAM HRの顕微マッピング

機能を利用して測定した。 

結果 図２に EL強度分布評価結果を示す。電極端にお

いてEL強度が高いことから電極端に電流が集中してい

ることがわかる。また、EL強度は電極端から約 20 m

の範囲で中心部に比べて約 2倍高い。光学系の解像度が

約 10 m 以上と不十分なため実際はさらに大きな強度

差があると思われる。これらのことから前回報告したフ

ィッティングを裏付ける結果が得られた。 

 なお、エピ表面に顕著なモフォロジーがある場合、そ

れを反映する EL分布も観測された。詳細は当日報告す

る。 
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Fig. 1. The structure of the GaN p-n diodes 

for evaluation of EL image. 
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